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Intro -- Vorwort -- Inhaltsubersicht -- 1 Gruppen mit involutorischem
Erzeugendensystem -- 1.1 Grundlegende Aussagen fur Gruppen mit
involutorischem Erzeugen-densystem -- 1.2 Abbildungen in Gruppen
mit involutorischem Erzeugendensystem -- 2 Die Gruppenebene (G,E)
-- 2.1 Grundlegende Aussagen zur Gruppenebene -- 2.2 Abbildungen

in der Gruppenebene -- 2.3 Lotkerngeometrien -- 2.4 Regulare
Geometrien -- 2.5 Ubersicht uber die verschiedene Typen von
Geometrien -- 3 Der Gruppenraum G(E2,E3) -- 4 Konstruktion des
Koordinatenkorpers K(G,E) -- 5 Einbettung der Gruppenebene in eine
projektive Ebene -- 5.1 Einfuhrung homogener Koordinaten fur die
Punkte von &It -- &gt -- : -- 5.2 Einfuhrung von homogenen
Koordinaten fur die Geraden und Ebenen des Bundels durch den festen
Punkt () -- 6 Konstruktion einer quadratischen Form -- 6.1

Konstruktion einer quadratischen Form fur Char K(G, E) =2 -- 6.2
Konstruktion einer quadratischen Form fur Char K(G, E) =2 -- 6.3
Hauptsatz der metrischen Ebene (G, E), die in der projektiven Ebenevon
V3(K) eingebettet ist.

Long description: In der elementaren euklidischen Geometrie spielen
die kongruenten Abbildungen eine wichtige Rolle. Bei ihrer
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Hintereinanderausfiihrung ist dabei der Dreispiegelungssatz die
wichtigste Aussage. Innerhalb der synthetischen Geometrie hat sich
gezeigt, dass der Dreispiegelungssatz bis auf eine
Reichhaltigkeitsforderung als Axiom genommen alleine ausreicht, um
alle ebenen metrischen Geometrien tUber einem kommutativen Korper
zu begrinden. Obgleich diese Erkenntnis schon vor flinfzig Jahre
gewonnen wurde, ist sie heute immer noch hochaktuell. Das Buch
wendet sich an interessierte Mathematiker und Mathematikerinnen
sowie Studierende der Mathematik. Insbesondere ist es geeignet fur
Lehrende und Studierende des Lehramts an Gymnasien als
mathematischer Hintergrund der Abbildungsgeometrie wie sie im
Geometrieunterricht in der Sekundarstufe | und in der Vektorgeometrie
der Sekundarstufe Il vorkommt.
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Foreword; Preface; Contents; List of Selected Symbols; Chapter 1
Introduction; Chapter 2 The MOS Capacitor; Chapter 3 The Long-
Channel MOSFET: Theory and dc Equations; Chapter 4 The Real MOS
Transistor: dc Models; Chapter 5 Stored Charges and Capacitive
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Coefficients; Chapter 6 Mismatch Modeling; Chapter 7 Noise in

MOSFETSs; Chapter 8 High-Frequency Models; Chapter 9 Gate and Bulk
Currents; Chapter 10 Advanced MOSFET Structures; Chapter 11 MOSFET
Parameter Extraction; Chapter 12 Advanced MOSFET Models for Circuit
Simulators; Appendix A Electrostatics in One Dimension

Appendix B Electrostatics in SemiconductorsAppendix C Drift-diffusion
Current Model; Appendix D Continuity Equations; Appendix E Basics of
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This is the first book dedicated to the next generation of MOSFET
models. Addressed to circuit designers with an in-depth treatment that
appeals to device specialists, the book presents a fresh view of
compact modeling, having completely abandoned the regional
modeling approach. Both an overview of the basic physics theory
required to build compact MOSFET models and a unified treatment of
inversion-charge and surface-potential models are provided. The
needs of digital, analog and RF designers as regards the availability of
simple equations for circuit designs are taken into account. Compact ex



